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Αρικμόσ Μθτρϊου …………………………………………………………….. 

Θζμα 1ο (3 μονάδεσ) 

Ενιςχυτισ 3 βακμίδων με τθν 1θ και 2θ βακμίδα όμοιεσ (μζγιςτθ τάςθ ειςόδου Vi,1(max)= Vi,2(max)=5mV για 
απαραμόρφωτθ ζξοδο) και τθν 3θ να μπορεί να δζχεται μζγιςτθ τάςθ ειςόδου Vi,3(max)=250mV  για 
απαραμόρφωτθ ζξοδο.  Αν  θ ςυνολικι απολαβι τάςθσ του ενιςχυτι είναι 10000: 

α) Τι απολαβι τάςθσ ζχει θ κάκε βακμίδα 
β) Ποια είναι θ μζγιςτθ τάςθ ειςόδου και ποια θ τάςθ εξόδου γα τθν περίπτωςθ αυτι; 
γ) Αν απαιτείται τάςθ εξόδου VΟ=2V  τι απολαβζσ τάςθσ (ανά βακμίδα και ςυνολικά) κα χρειαηόταν? Είναι 
εφικτό αυτό, ζχοντασ υπόψθ τουσ ανωτζρω περιοριςμοφσ τθσ κάκε βακμίδασ, για το ςιμα ειςόδου? 

Θζμα 2Ο (3 μονάδεσ)  

Σιμα εφαρμοηόμενο ςτθν είςοδο ενιςχυτι (Α1)  αποτελείται από ιςχφσ κορφβου 1μW και ιςχφσ επικυμθτοφ 
ςιματοσ 200μW. Ο ενιςχυτισ ζχει απολαβι ιςχφοσ 30db και ςυνειςφζρει επιπρόςκετα ιςχφ κορφβου 80μW.  
α) Να βρεκοφν ο λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο για τθν είςοδο και τθν ζξοδο κακϊσ ο παράγοντασ κορφβου 
β) Αν επικυμοφμε να βελτιϊςουμε τον λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο κατά 20 φορζσ, μποροφμε να το 
επιτφχουμε με  χριςθ αρνθτικισ ανάδραςθσ; (δικαιολογιςτε).  
Γ) Σε περίπτωςθ κετικισ απάντθςθσ ςτο υποερϊτθμα β) να ςχεδιάςετε το πϊσ κα εφαρμοςτεί θ αρνθτικι 
ανάδραςθ ςτον ενιςχυτι Α1 

Θζμα 3ο (4 μονάδεσ) 

α) Να προςδιοριςτεί θ απόκριςθ ςυχνότθτασ του ενιςχυτι που δεικνφεται ςτο ςχιμα 1. 
β) Στθ ςυνζχεια να προςδιορίςετε τθν απόκριςθ ςυχνότθτασ για ενιςχυτι cascade ο οποίοσ κα αποτελείται 
από δφο όμοιεσ βακμίδεσ με τα χαρακτθριςτικά του ενιςχυτι που υπολογίςατε ςτο προθγοφμενο βιμα. 

Θεωρείςτε, ότι, το τρανηίςτορ είναι πολωμζνο ςτθν ενεργό περιοχι και ζχει τισ εξισ παραμζτρουσ:  rx=0,  

rπ=1.25ΚΩ,  Cπ=10pF,  Cμ=3pF,  gm=200mS,  rb’c’=   και   ro=  
Και για τα δφο ερωτιματα να ςχεδιαςτοφν τα διαγράμματα απόκριςθσ μζτρου απολαβισ 

Σχιμα 1 



Θζμα 4ο (3 μονάδεσ) 

Για τον ενιςχυτι ιςχφοσ του ςχ.2 να βρεκεί το δυναμικό ςτο ςθμείο Α και θ μζγιςτθ ιςχφσ εξόδου ςτο φορτίο. 

Δίνονται: hFE1= hFE2= hFE3= hFE4= hFE5= 50,   VD(ON)=VBE(ON)=0.7V, hie1=10ΚΩ, VCC=+30V 

 

 
Σχιμα 2 

 

Θζμα 5ο (3 μονάδεσ) 

Απαιτείται θ ςχεδίαςθ ενόσ ενιςχυτι άμεςθσ ηεφξθσ (dc) με κζρδοσ χαμθλϊν ςυχνοτιτων 1250 και 
ςυχνότθτα -3db ςτα 800kΗΖ. Υπάρχουν διακζςιμεσ ενιςχυτικζσ βακμίδεσ με κζρδοσ 1000 αλλά με 
επικρατοφντα πόλο υψθλϊν ςυχνοτιτων ςτα 10kΗΖ. Να προτείνετε μία ςχεδίαςθ τφπου cascade με χριςθ των 
διακζςιμων βακμίδων, κακεμία από τισ οποίεσ κα χρθςιμοποιεί αρνθτικι ανάδραςθ καταλλιλου ποςοφ. 

 

Θα λυκεί υποχρεωτικά το κζμα 3 και δφο εκ των κεμάτων 1,2,4,5 

Βακμόσ δυςκολίασ κεμάτων Διακζςιμοσ χρόνοσ Συμβατότθτα με τθ 
διδαςκαλία 

Πολφ 
δφςκολα 

Δφςκολα μζτρια εφκολα Αρκετόσ επαρκισ λίγοσ Ναι Όχι 
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